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Opis:

Potprzewodniki z szeroka przerwa wzbroniong, jak ZnO czy GaN (E; okofo 3.4 eV w temperaturze pokojowej)
implantowane pierwiastkami ziem rzadkich sg obiecujgcym materiatem do zastosowan w optoelektronice.
Implantacja jondw jest dogodng technika wprowadzania pierwiastkdw ziem rzadkich do matrycy zwigzku
potprzewodnikowego, poniewaz pozwala ona na kontrole zaréwno koncentracji jak tez gtebokosciowego
profilu domieszki. Jednak balistyczna natura implantacji prowadzi do zniszczen w sieci krystalicznej
implantowanego materiatu, dlatego konieczne jest stosowanie wygrzewania w celu naprawy sieci
i optycznej aktywacji domieszek. Ostatnio prowadzone badania wskazujg, ze wygrzewanie takie prowadzi do
transformacji defektéw i tworzenia kompleksow defektowych, ktédre majg znaczacy wptyw na witasciwosci
optyczne.

Cel:

Celem projektu jest badanie witasciwosci optycznych i elektrycznych takich materiatéw tlenkowych jak np.
Zn0O czy ZnMgO implantowanych pierwiastkami ziem rzadkich nakierowane na zastosowania
w optoelektronice. W szczegdlnosci badania bedg sie skupiaty na identyfikacji komplekséw defektowych
powstajgcych podczas implantacji i pdzniejszego wygrzewania. Epitaksjalne warstwy tlenkowe ZnO i ZnMgO
bedg wykonywane w technologii osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition, ALD).
Implantowane warstwy potprzewodnikowe charakteryzowane bedg pod wzgledem optycznym
i elektrycznym w IF PAN. Identyfikacja kompleksow defektowych prowadzona bedzie metodami
synchrotronowymi (techniki fotoemisyjne i absorpcyjne).

Wymagania:
Stopien magistra w dziedzinie fizyki lub pokrewnej.
Umiejetnos¢ programowania w LabView bedzie duzym atutem.
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